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１．概要： 近年、GaN 系半導体材料を用いた青色、紫外 LED、LD が実用化され、GaN などの窒化物半
導体デバイスへの関心が高まっている。現在、GaN 系デバイス用の基板としてサファイア（α-Al2O3）が
広く使用されているが、サファイアは絶縁体であり熱伝導率が低いなどの欠点を有しているため新しい
デバイス開発の障害となっている。サファイアに代わる基板として SiC や Si が検討されている。しかしな
がら、SiC は大口径化が困難である。一方、Si は大口径化が可能で熱伝導率も大きいが、成長膜との
熱膨張係数差が大きいために成長膜中の残留応力が大きく、膜中にクラックが発生するという問題が
ある。本研究では、Si 基板上に低残留応力の GaN 系薄膜を成長させる技術を開発した。 
２．内容： Si 基板上のGaN膜中の残留応力低減化の方策として、新しいバッファ層、中間層を用いた下
記の３つの方法を開発した。 
1) Si 基板上に形成した GaAs 膜の 
窒化処理によるポーラス GaN 層 
をバッファ層とする方法 
2) Si 基板への C イオン注入により 
形成した SiC“層をバッファ層とす 
る方法 
3) InN 中間層の熱分解により“air- 
gap”構造を形成する方法 
３．応用例： GaN, AlN系電力素子、InGaN, AlGaN系発光素子、InGaN/Si系超高効率太陽電池など。 
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